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1 Eigzenschaften:
1.1. Werkstuif(3ehduse): Mefol ' . .
Anode 2 liegt Gehouse
4.1.1 Overfliche verzinnt & Wegt om
1.1.2 Anschli}sse; (Stbar yerzinnt oder Verga/det 1) Gré5tmons
%.1.3 Kennzeichnung: Jypo oufgesternpelt 2)Kleinsirman
.2. Grenzwerte(+250C) Symbol| iiert Melbecdinzung
.2.1 Periodische Spitzensperrsp. | Uss 400 V-
.2.2 Gleichsperrspannung: u- — ¥
.2.3 Stofispitzensperrspannung: Uston — vV
2.4 Dauergrenzstrom: I mox 6 A-
.2.5 Period. Spitzenstrom Is — A
.2.6 Stolsstrom I sion 100 A 1
.2.7 3renzlastintegral: i A%S
2.8 Steuerspannung(Spitzenwert) | Ust 4DV 9
.2.9 Steuerstrom(Spitzenwert) I 1000 mA {1 % 2 us
.2.0cMittl . Steuerverlustleistung | Py 200 m%i .
.2.115pitzen-SteuerverlustleistudFs mox 20 .
.2.128altestrom 1y £ 30 miA| .
.2.13Haltespannung Up v - -
.2.1%43endusetemperatur(Betrieb) Tc f06 ©°C.
.2.75Lager-Temeraturbereich Ts 40 bisei50°C
.2.1¢Wdrmeviderstand Ring °Cw
2. 7%4irmewiderstand Riny otw
1.3, Elektr.dertn(+250C) - N I
1+2.1 Durchlal:spannung Up £225 Viiir-304-
1.3.2 Sperrstronm IRS, L4 mALT; - 00 °C, Us.,- 4007, [60/8 cffen)
1.3.3 Sperrstrom in Durchlatiricht: eIpgp 1 A
1.3.4 Einscha.tzeit tq 2,21 sec.
1.3.5 Spannungs-Anstiegs- o '
: - c e . . 1dy z Y -
- geschwindigkeit dufdy |20 Vi sec
4.4, Ubrize elekir. Nerte nach: RCA - Datenblall Nr. 257 {Mérz 1967)
1.5. Hinweis: Im 6ehduse (st eine Irigaerdiode mift erngebaut



~~ Transistor
’ npn-Silizium .
Kollektor ist mit Gehduse verbunden l ic‘ ! ; 0517 TR
I‘, v -
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1. Eigenschaften i__,l.‘:)\ -1%8;:’, 12,70” —]
11. Mechanische Ausfilhrung M 2:1
1.1.1. Gehauseart: JEDEC TOSZDIN VGroptman
1.12. Gehiusewerkstoff: Metall - DK leinstman
1.1.3. Gehiuseoberfliche: ‘E‘IE
1.14. AnschluBdrihte l6tbar vzin/vgol M 1
Formel- .
, Wert MeBbedingung
1.2. Grenzwerte zeichen
121, Kollektor-Emitter-Spannung: Uces 40 Voo = °C
122. Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 16 Vo= °C
1.2.3. Emitter-Basis-Spannung: Ueso 5 V [tu= °C
1.24, Kollektorstrom: Ic 500 mA |0, = °C
125, Verlustleistung: Peot f W |bg= 25 °C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): B —65 bis+200°C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: B; 175 °C
1.28. Lsttemperatur: 4 265 °C |t «  10sec,Mindestobstond vomn
GehGuse = {5mm
13. Kennwerte bei 25°C
1.3.1. Kollektor-Reststrom: lcBo <= 25 nA |Upg= 20 Vv
Ico — A |Ucs= V, 0y = °C
1.3.2. Emitter-Reststrom: lEBO — A |Ugp= A
1.3.3. Grenzfrequenz: ¥/ > 300 MHz Ue= 1 V,ig= 30m A, f=100MHz
1.34. Gleichstrom-Verstirker-Faktor: B > 20 U= 1 V,ic= 50m A
1.35. Wechselstrom-Verstirker-Faktor: hte _— Ucg = Vv, Ic Af=  MHz
1.3.8. Koliektor-Sittigungsspannung: UCEsat vV Jig = Alg = A
UCEsat V g = Alg = A
1 1.3.7.  Ausgangsleistung (Frequ-Verdoppl.) Po > 70 MV |Rn = B mwfin = B86MHz, four=172 MHz
1.38. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitit: Cos < 35 pF.|Upg= 5 Vig= 0 Af= { MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitit: Ces pF {Ugg = v, lc Af= MHz
1.3.10. Wirme-Innenwiderstand: Rung °C/mW
1.3.11. Wirmewiderstand: Ruy °C/mW
14.  Obrige elektr. Werte nach RCA-Datenblatt Nr. 278, Ausg 6/67
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Eigenschaften

Mechanische Ausfihrung
Gehiuseart: JEDEC T0 72/DIN
Gehausewerkstoff:  Matall
Gehauseoberflache:

AnschluBdrihte |6tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung:
Koliektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom:
Veriustieistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 28°C_
Kollektor-Reststrom:

Emitter-Reststrom:
Grenzfrequenz:
Gleichstrom-Verstédrker-Faktor:

‘Wechselistrom-Verstirker-Faktor:

Koiiektor-Sattigungsspannung:

Basis-Sattigungsspannung:
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
Warme-innenwiderstand:
Warmewiderstand:

1.3.12.Rauschzahl;

Transistor .

NPN - Si

Kme 42001-509
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Fo.rmel- Wert -MeBbedingung
zeichen
Ucso NV 8= °c
Ucso ZVog, = °c
Usso 2V i 8, = °c ’
'C 0= A 8, = °Cc
Pror 10aw | 8, = 5eC
i -65 bis +200 °C
¥; aax. 200 °C
9 245 °Cc | t= 5s
feso 2 0,05%A | U= 15V
ICBO —_— A UC3 = Vv, g, = °C
leso - A | Ug= v
fr Z 1500 MHz | Ueg= 10vic= SaAf= MHz
8 = 20 Uce = 1Viic= 3aA
hfa —— . UCE = v, 3c = Af= KHz
UCEsaf — v le = Alg = A
- Ucssar - V]l = Alg = A
Usksor - Vilk Alg = A
Ces = 1,5pF | Ug 15V, 1 = At = MHz
Ces — pfF Ugg = V.ie = A f= MHz
R?hG - °C/mwW
R?hU = 1yst’C/l'ﬂW
F =1 d8 UCE = ‘sOV, [C = S gA ,f = 80 ¥z
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1.1. Mechanische Ausfihrung
1.1.1. Gehsuscart: JEDEC /0N
1.1.2. Gehiusewerkstoff: ffetall

b 1.1.3. Gehzuscoberfltiche:  —

1.1.4. Anschlufidrihte {6ibar vzin/vgol

- 4 LA

—
Foimel-

! Wert Me&hedingung
12. Grenzwerte zeichen R
1.2.1. Durchbruchsirom: iz 0,036 A iy = eC
1.2.2. Verlustlsistung: p 8 - Wby = le5ert g

. ’

P W {)G = en
2.3, Temneraturbereich (Lagerung): N °C
2.4. Sperrschichttemperatur: 0§ °C
25, LoHemperalur: i °C
1.2, Kennwerte hei 25°C
1.3.1. Durehbruchspannung: U, WY £5% lz = 20 ik
1.3.2. Differenziclier Durchbruchwidarstand: rz < 10 Nty = 29 - s
1.2.3. Durchlubspannung: Up Vig = mls
1.2.4. Sperrsirom In his » pA Tl = $n ¥
1.35. Thernischer Widerstand: Ruu °C/mW

Riug °C/ W
1.2.6. Tempoeraturkeeffiziont

dor Zenersparnung: . TK, 10-¢/°C
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- Zener-Diode
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1.36.

1.4.
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Eigenschafien

Mechanische Ausfihrung

Gehauseart: JEDEC — /DIN —
Gehausewerkstoff: rretall
Gehauseoberflache: —

AnschluBdrahte I6tbar vzin

Grenzwerte
Durchbruchstrom:
Verlustleistung:

Temperaturbereich (Lagerung):

Sperrschichttemperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25 °C

Durchbruchspannung:

Differenzieller Durchbruchwiderstand:

DurchiaBspannung:
Sperrstrom:
Thermischer Widerstand:

Temperaturkoeffizient
der Zenerspannung:

Obrige elektr. Werte nach

——g8 p—
!

L

297

Y 6ro6trmal3
Fo‘rmel- Wert MeBbedingung
zeichen
lZ 2125 A ﬁu = °C
P — Wi g, = °c
P .,?0 w ﬁG = 20 °C
¥ ~35°C b5 ¢+ 150 - <C
9; 50 °c
o 245 cC |t & 5 sec
y, L0V 240% v 7 = 200 . ma
I £ 7 LIy 200 mA
Ug = 15 Vi = 20 A
Ip s 0 P.A Ug = &0 v
Rl'r\U hnd °C/mw
RinG s 10 Y
TK, — 10—voC

Dalenbuch  Sr-2 - Diodlen

1959/70, 5. 57 7.



s Lener - Uioce
Silizium
*Typ aufgestempelt - 35
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e s " Anode am Gehiuse
A GroAimad ) . _
1. Eigenschaften ) ZGZQ,;,_,_D,J' :

f 11 Werkstoff: Gehause: Cu,Stahl,Vacon-Glasein’schmelzung[ N'f Nicht for |}

Nzukonsiy, ‘
1.20berfléche- schwarz lackiert, mit Ausnahme des 3

, S Gewindes und der Sttzflqc‘wen sovwe des !so!ators

1.3Anschliisse:  ~ + . " lotbar verzmnt e e e

1.2. Grenzwerte bei 25'C sl :"T"".‘f'.:;”":-'i“ T T

2.1 Durchbruchstrom: - . 4 nach Tabelle - .0 on s P o “,
22 Veriustteistung: - ' : - Py v T W (tgmps 45 °C)
: | djmax +150 .7 o _ . A
2.4 Temperaturbereich: e ' - . - 55 f °C _’ +1'-:'10:'_  bis °C

§ .2.3.Sperrschichttemperatur:

ﬂ“&rﬁ_"ﬂs\‘@fif&'é'(:_ R P T SE SO S PR
X.J.?.Duchbruchspannung. ) e Uz - ‘16 bxs 20 V(Iz' ébo'_ rr%A)_. ‘
\32.CEtErentielier Durchbr‘Uc.“.wiaé.rstaﬁ;d:'jx P der - 1-1 8 it : Q(’Z' 20 mA)
3.2 Durchlefspannung: = =i ¢ o T IR SR 'V(ld= — mA
x34.Sperrstrom: o ‘ o - -lg 100 7 - pAlUgs 9 V)
3.5 Thermischer Widersiand: = R*her'n 51 “'°C/ W o
| 3.6.Kapazitat bei-1V: . . ... ca W Y800 L pF
,3.7.Grenzlastintegra(=‘ - ST 2 207 A% A T '
14 Ubrige elektr. Werte pagh: -~ .- | =¥ “ECO -Datenblatt Serie44,Jahrg.164 . ..
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- AE=Nr, 400 61 09.11.88

Elektrlsche E:l.genschaf'(:en._"j Grenzdaten:
~.bei 25°C _ Maximal-Werte: -
: : L '5——- :
60 V. =17,

_ o1 Kollektor-Basis-Spannung. v
' 1 2 Em1tter-Ba51s-Spannung. B vEIBo: Lo v
1 3 Emltter-Strom.:‘": I 15 A

-;'f: 1. 4 Ba51s-Strom,;;j.>ﬂ? o IE =4 4, _ v
ff ":5 Sperrschlchttemp,}(max.)t€ Tj' = 95°%, “(im,Qauerbet:igy)
: 1;62§perrsch1chttemp¢r(max.) ;ij =_100°Q (im Impulsbgtrieb)
Ty =85
e ’i{f Meﬁdaten’

o ca 100 BA.(bei Voo = =2 V),
ea 2mA< 8mA (be:. V. = =60 V,, .

CB
C Vg =1,5 V.,
7 YEBe °a1mA<8mA(beivB=-l+QV.
: VEC  .ca 0,3 V<1V (bei Jy = 24, Jo=12 &
~;1 JZ Grenzfreq.bei R “fre ca10 kHz '
B :-‘.:"Emltten-&chaltung' : oLt _
o Watt ca O 7< 1. | |
"‘-__%(";"_S.E&aoom o e

~1Herstellernamen oder Handelsmarke . sowie
f_IIp-Nro dauezhaft und leserlich aufgebracht.

"',,/Der ‘I‘ranslstor ist ein 1eg1erter Germaniume
She o he N - ‘i'Trans:Lstor in Metallausfiibrung. Der Kolleke
PRI AT < . .oroa 7 tor ist mit dem Gehiduse elektrisch verbunden




5.3 Priifschaltung:,
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i den sngegebere
. > A W
Je = 2 A erreicht

3 ein

Bedingungen mu

5.4 Qualifikationspriifung: Der Transistor muB den Eigenscheften,
wie unter 1 angegeten, enisvrechen.,

S5 tichprobenprifung: Per Transistor mufl den Forderurigen
nach 5.3.1 ensprechen.
LJransistor paarweise ausgesucht anliefern”

5.6. Hinweis: Unter einer Sachnummer werden 2 Transictoren gzlizfert.
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